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Fotodioda czterosegmentowa BPDP 1

‘ BPYP 1
Fotodioda BPDP 17 /BPYP 17/ Jjest krzemowg epiplanarng fotodioda
PIN /p*t-V -n*/ o duzym polu powierzchni $wiattoczutej /1 cn?/.
Powierzchnia $wiattoczuta fotodiody ma ksztalt kota podzielo-
nego na 4 réwne czesci /segpenfy/. Montowana jest w obudowie
metalowo-plastykowe]j z plaskim okmem szklanym, Wymiary obudo-
wy pokazano na rys. 1, a uktad wyprowadzed na rys. 2.

Fotodioda BPDP 17 /BPYP 17/ moze byé stosowana do detekcji pro-
mieniowania widzialnego i bliskiej podczerwieni, a w szczegdl-
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Ptaskie okno szklane

Rys. 1. Wymiary obudowy fotodiody BPDP 17 /BPYP 17/
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nosci promieniowania emitowanego przez péiprzewodnikowe foto-
emitery z GaAs i GaAlAs /A =0,8-0,9 /um/ i lasery neodymowe

/A =1,06 /Uﬂ/o >

Fotodioda BPDP 17 /BPYP 17/ przeznaczona Jjest do detekcji poxo-
2enia plamki $wietlnej, kata padania wigzki promieniowania,
réwnomiernosci oswietlenia i w innych uktadach automatyki i ste-

rowania, : . .
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Rys. 2. Ukad wyprowadzer fotodiody BFDP 17 /BPYP 17/
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Rys. 3. Wzgledna charakterystyka widmowa czutosci <fotodio
.BPDP 17 /BPYP 17/ :
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Rys. 4. Zaleznoéé pradu fotoelektrycznego od polozenia‘ p':[amki
$wietlne]



WARTOSCI DOPUSZCZALNE PARAMETRIW

Rys. 5, Charakteryst%ka pojenmoé'ciowo-napiqéiowa fotodiod

PDP 17 /BPYP 17/
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INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al, Lotnikéw 32/46
02-668 Warszawa

tel, 435401 -
t1x. 815647 Druk ZOINTE ITE zam. §®/87 n. 500

Maj 1987 Parametry i obudowa mogg
Cena 60 zt ulec zmianie

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEZONE



